
PTZ18B
Diode

定電圧ダイオード
PTZ18B
●用途 ●外形寸法図（Unit : mm） 　 　●ランド寸法図(Unit : mm)

定電圧制御用

●特長

1)小型パワーモールドタイプである。

　(PMDS)
2)高ESD耐量

●構造

シリコンエピタキシャルプレーナ型 　　●回路図

●テーピング仕様（Unit : mm）

●絶対最大定格（Ta=25℃）

Symbol Unit
P mW
Tj ℃

Tstg ℃
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PTZ18B
Diode

●電気的特性（Ta=25℃）

MIN. TYP. MAX. Iz(mA) Max. Iz(mA) MAX. VR(V) TYP. Iz(mA) MIN. 条件

PTZ 3.6B 3.600 3.813 4.000 40 15 40 60 1.0 -2.8 40
PTZ 3.9B 3.900 4.136 4.400 40 15 40 40 1.0 -2.4 40
PTZ 4.3B 4.300 4.572 4.800 40 15 40 20 1.0 -2.1 40
PTZ 4.7B 4.700 4.924 5.200 40 10 40 20 1.0 -1.7 40
PTZ 5.1B 5.100 5.368 5.700 40 8 40 20 1.0 -0.6 40
PTZ 5.6B 5.600 5.856 6.300 40 8 40 20 1.5 1.4 40
PTZ 6.2B 6.200 6.509 7.000 40 6 40 20 3.0 2.5 40
PTZ 6.8B 6.800 7.280 7.700 40 6 40 20 3.5 3.2 40
PTZ 7.5B 7.500 7.889 8.400 40 4 40 20 4.0 4.2 40
PTZ 8.2B 8.200 8.655 9.300 40 4 40 20 5.0 5.0 40
PTZ 9.1B 9.100 9.747 10.200 40 6 40 20 6.0 5.9 40
PTZ 10B 10.000 10.310 11.200 40 6 40 10 7.0 6.9 40
PTZ 11B 11.000 11.510 12.300 20 8 20 10 8.0 7.9 20
PTZ 12B 12.000 12.500 13.500 20 8 20 10 9.0 8.7 20
PTZ 13B 13.300 13.820 15.000 20 10 20 10 10.0 10.1 20
PTZ 15B 14.700 15.350 16.500 20 10 20 10 11.0 11.8 20
PTZ 16B 16.200 16.860 18.300 20 12 20 10 12.0 13.3 20
PTZ 18B 18.000 19.000 20.300 20 12 20 10 13.0 15.0 20
PTZ 20B 20.000 20.820 22.400 20 14 20 10 15.0 17.4 20
PTZ 22B 22.000 23.850 24.500 10 14 10 10 17.0 19.4 10
PTZ 24B 24.000 25.310 27.600 10 16 10 10 19.0 21.6 10
PTZ 27B 27.000 28.700 30.800 10 16 10 10 21.0 24.6 10
PTZ 30B 30.000 31.570 34.000 10 18 10 10 23.0 27.5 10
PTZ 33B 33.000 34.950 37.000 10 18 10 10 25.0 30.8 10
PTZ 36B 36.000 39.240 40.000 10 20 10 10 27.0 37.0 10
(１)ツェナー電圧(Vz)は通電後、40ms で測定します。

(２)動作抵抗(Zz､Zzk)は規定電流(Iz)に微小交流電流を重畳して測定します。

●標印（TYPE　NO.）
形名 TYPE　NO. 形名 TYPE　NO. 形名 TYPE　NO.

PTZ　3.6B 3.6B PTZ　8.2B 8.2B PTZ　20B 20B
PTZ　3.9B 3.9B PTZ　9.1B 9.1B PTZ　22B 22B
PTZ　4.3B 4.3B PTZ　10B 10B PTZ　24B 24B
PTZ　4.7B 4.7B PTZ　11B 11B PTZ　27B 27B
PTZ　5.1B 5.1B PTZ　12B 12B PTZ　30B 30B
PTZ　5.6B 5.6B PTZ　13B 13B PTZ　33B 33B
PTZ　6.2B 6.2B PTZ　15B 15B PTZ　36B 36B
PTZ　6.8B 6.8B PTZ　16B
PTZ　7.5B 7.5B PTZ　18B 18B
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16B

TYP. ツェナー電圧：Vz(V)
Symbol

30kV

C=150pF
R=330Ω

順逆
10回
印加

静電破壊電圧：ESD(kV)動作抵抗：Zz(Ω) 逆電流：IR(μA) 温度係数：*γz(mV/℃)
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f=1MHｚ
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